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【はじめに】Y2O3は高い比誘電率(~15)、広

いバンドギャップ(5.5eV)、高いバンドオフ

セット(2.3eV)、格子歪みが小さいことなど

CMOS 微細化プロセスの絶縁膜として可能

性を有する[1-2]。しかし、Si 基板との反応

から形成されるシリケートによって

FinFETの寸法が変動する可能性があり、電

流特性の劣化が懸念される。本研究ではシ

リケート界面層を抑制したプロセスを提案

し、そのキャパシタ特性を解析する。 

【試料作製方法】n-Si 基板上に 200℃の

ALD(Atomic Layer Deposition)プロセスで

Y2O3と Y2O3/SiO2積層膜をそれぞれ 5nm堆

積した。ここで、積層膜は Yと Siの原子比

が 1:1 になるように設計した。そして両方

の試料にゲート電極として W/TiN を

5nm/40nm堆積し、バックコンタクトにはAl

を 50nm堆積した。最後に、800℃の F.G雰

囲気で 30分間熱処理を行い、その電気特性

を比較した。 

【測定結果】Fig.1に作製したキャパシタの

C-V特性を示す。Y2O3のみのキャパシタで

は熱処理前と比べ容量の減少が目立つが、

Y2O3/SiO2 積層キャパシタでは保たれてい

る。また、Y2O3のみの C-V曲線は熱処理し

た後、負方向にシフトしている。この結果か

ら、SiO2 との積層構造により陽電荷を有す

るシリケート界面層の形成が抑制されてい

ると考えられる。また、Fig.2に示した Ditか

ら、シリケート界面層の抑制によってさら

に良好な界面特性が得られることが分かる。

これらの結果は、FinFETにも Si Finが消費

されないシリケート化プロセスが導入でき

ることを示唆する。 
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Fig. 1. C-V characteristics of Si capacitors with 

Y2O3 and Y-silicate dielectric. 

 

 

Fig. 2. Gp/ω spectra of Y2O3-Si and Y-silicate-Si 

interface by conductance method. 
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